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Siire 80 dakikadir. Sorularin tiimii yamitlanacaktir. Kendi kitaplarimizdan
yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1(30), 2(35), 3(35)

Sorulardaki transistorlar icin Ax=0.01V?, Ap=0.02V?, Lkn'=20pA/VZ2 =
2.kp’,Vin=0.7V, Vrp=-0.7V olarak verilmistir

Soru 1: Sekil-1’deki emetor baglamal ikili devre kullanilarak bir gerilim kontrolli
osilator tasarlanacaktir. Osilatoriin anma frekansi fo = 10kHz, C = 10nF, besleme
gerilimi Vcc = 5V, VBEon = 0.7V olarak verilmistir.

a- Anma frekansi icin I1 calisma akimi ne olmalidir?
b- Giris geriliminde AVin = 200mV’luk bir degisim icin osilasyon frekansinin
degisimi 2:1 olacaktir. Devredeki tiim direng degerlerini hesaplayiniz.
c- Vin geriliminin alt ve iist sinirin1 belirleyiniz. Osilatoriin fo-Vin karakteristigini
ciziniz.
Soru 2: Sekil-2’deki CMOS islemsel kuvvetlendiricinin acik ¢evrim fark ve ortak isaret
kazanclarii hesaplayiniz. Yiikselme egimini, birim kazang bant genisligini ve sifirlama
direncinin degerini bulunuz. Bu diren¢ degerini saglamak icin M9 transistorunun
boyut orani ne olmalidir?

Soru 3: Sekil-3’deki simetrik CMOS OTA i¢in Ia = 50pA, B = 3, Le = 10um, L1 = 5um,
W1 = 5oum olarak verilmistir. OTA’nin egimini, gerilim kazancini, ve CL = 10pF yiik
icin GBW birim kazanc bant genisligini ve ylikselme egimini hesaplayimiz. (W/L); = 10
ve ilk kat kazanc1 Kvi = 3, parazitik kapasiteler Cni = 1pF olarak verildigine gore, faz
pay1 ne olur? Bulunuz.
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